10

19

MEMORTA DES CRI

650
TI VA

pera una patepte de Invencidn, por veinte afios, por: " Aparato
pere el registro y la teletransmisidn de radisciones " a favor

de los Sres. Don Pierre, Jean, Iouls BAZY; Don Claude, Marecel,
érancois BRACHET; y Don Pierre, karael, andré LTAUTH; residentes
en Paris /Frencia/ 17, iRue Constentine; 9, kue Jean Louls Forain;

Yy en 5, rue des Ursnlines. =

No obstante a los resultados que se hqn obtenido ya en
la reproduccidn a distancia de las imdgenes, hay casos en que
los procedimientos conocidos carecen de la sensibilided necesa -
ria. Asf ocurre notablemente cusndo se trata de imdgenes que se
forman sobre une pantella de radioscopia, médica. Sin embargo,
sF pone éran interes en reglizer un registro de las radisaci ones
X & gamma que permite reproducir las imdgenes radioscdpicas &
distancia o sobre el mismo sitio y reforzaer eventualmente su lu-
minosidad y sus ceontrastes.

El aparato cue forma el objeto del invento, permite re -
solver este problema y estd caracterizado porcue comprende una
lémina interpuesta en la radiaeidn X 8 gamma y formada por una
sustancia que, bajo las radiaciones X ¢ geamme, tiene una foto -
conductibilidaed por lo menos igual a 3.0"15 mhos por 50 microva -

tios por mnz, ¥ en la ausencia de toda radiasecidn, una conductibi -

lided nule (dieldctrica) o muy daébil como la que confiere & un
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dieldetrico una 1fgera alterscidn de su composicibén o de su fér -
mule cristelogrifics, estanio sometide dicha ldmina, de una mse -
nera conocida, a la accidn de un campo eléetrico y a un barrido
perfodico por un pineel corpuscular.

Sezdn una forma de realizacidén del invento, el dispositi -
vo de andlisis y de teletransmisidn de radiaciones X ¢ gamma
ecomprende, en un tubo de vaecfo, por una parte la lédmina foto -
conductorae interpuesta en la radiacidn y un electrodo pleno,
ambos insertedos en un circuito que contiene una fuente de po -

teneial, esta Ultims en general gl exterior del tubo, y, por

otra parte drganos generasdores, focalizadores, desviadores, de -

terminados de ellos en el exterior del tubo, aseguranio el ba -

rrido de una cerse de la lémina por un pincel corpuscular que

slerra el circuito gue contiene la lémina, el electrodo plano,

lse fuente arriba mencionads as{ como una impedancia de utilizacidn.
rfomo se he indicado méds arriba, la lédmina foto-conductora

estd restringida & condiciones caracteristicast En primer lugar

es necesario ¢gue en la ausencia de toda radiacidn la place see

‘dieléctrica y no posea mds gue una conductibilidad muy mala, co -

mo la que confiere a un dieléctrico una lfgera alteracidn de
su composicidén o de su férmula cristalogrdfica; en segundo lu -
gar es necesario que adopte una conductibilidad por lo menos

15 hhos bajo una radiacidn X o gamma de 50 microve -

iguel a 10~
tios por centimetro cuairedo. Gracias & esta doble condieidn,
las partes de 14 ldmina cue no reciben ningune radiad én, tienen
un nimero nulo o Infimo de eleetrones que se encuentran sobre
10s nfveles energdticos donde mueda menifestarse una conducti -

bilidaed eléectrica, mientras que en las partes de la lémina gue

- atraviesan los rayos X 4 gemma, ciertos electrones son transfe -

ridos m otra banda de energfsa, donde aparece la conductibilided.

Un campo eléetrico, que reina en el interior de ls placa, gra -
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cias al electrodo plano que estd dispuesto en el tubo de vaefo
v estéd unido a una fuente de potencial,qproduce.una ascumuleacién
de estos electrones de fotoconductibilided, gue el estado ais -
lante de las regfones no irradiasdas sprisiona en las zonas en
que han sido ereados y que 8l1f se amontonan hasta el momento
en cue la accidn del hez corpuscular de barrido les evacia bajo
la forme Ge una corriente, cuye intensidad depernde de la inten -
sidad de le radiacidn X 6 zanme en la parte correspondiente de
la placa.

Existen diversas maneras de obtener nlacas que respondan
e las condiciones impuestas. Un primer modo de faﬁricacién de
tales placas consiste en pulverizar cristales de sulfuro de cad -
mio de la variedad fotooondueto&a bajo los rayos X 6 gemma y
en yuxtaponer sobre un soporte plano los elementos asi obteni -
dos, azlomerdniolos por medio de azufré. ssf se obtiene una 14 -
mina Pormada de partes, todas con la misma férmula cristalogrd -
fiéa, separadss por junturas que, si el azufre es bastante puro,
son aislantes. Bl soporte puede ser el electrodo planc que, si
ha de ser atravesado por la radiacidn, por su naturaleza y por
su espe sor debe ser poco absorbente en el dominio de los rayos X
0 geamma.

gomo es ingonveniente el formar la placa de una sustan -
cla que satisfaga las condiciones enunciadas méds arribas, €l in -
vento considerse especialmente el empleo de una sastancis como el
sulfuro de cadmio que, bajo una de sus formas cristalogréficas,
satisface las dos condiciones., Cuando se aplica esta sustancia,
el invento concierne a un aparato pars el andlisis y la teletrans-
misidn de radiaciones X & zemma que comprende en un tubo de vaceio
como se ha descrito mds arriba, una ldmina constituida por mono -
cristales de sulfuwro de cadmio, de la variedad cristalogrifieca

foto conductora bajo los rayos X 8 zamma, reunidos en forma de pla-

ca.
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Es ventajoso suprimir o reducir mucho la importancia de
les juntas de azufre cue son partes sin conductibilidad% A este
fin los inventores han realizado placas interponiendo en una c0 -
rriente de vapores de sulfuro de cadmio un obsﬁéculo llevado a
ung temperature supefior 8 3008 (. Para la comodidaed del uso que
se desea hacer del mismo, el obstdculo interpuesto en la corrien-
te de vapor es, con preferencia, plano (o aproximadamente ): es
una placa refractarie, por ejemplo una placa de sf{lice, de porce -
lana, de cerdmica, de carbdn, de un me tal inataceble por le at -
misfera ambiente (como el berilio) 0 protegido pontreg ella por
una funda protectora. Sobre este obstdculo caliente, se depdsi -
te el sulfuwro de cadmio en una capae sdherente fofmada por unse
multitud de cristales yuxtapuestos y de 1a1nisma varieded gris -
talogréfica; la temperatura del soporte sobre el cual se efec =
tda el depdsito debe ser por 1o menos igusl a la temperatura en
le que le variedad cristalografica estable de sulfuro de cadmio
podee la foto-conductibilided bajo las radiacioms X o gemma y pue-
de ser elegide. tanto mds préxima al minimo cuanto més espesa de -
sde obtenerse la caps. Asf{ han podido obtenerse placas foto-conduc-
toras que se separan de su soporte después de su enfriamiento y
sobre une de las caras de las cuales se aplica seguidamente uns
capa metdiica, bien sea por superposicidén de una capa de grifi -
to coloidal, bien sea por un proccedimiento conocido de metselizae -
cién. Zn el caso en cue las placas.asf obtenidas no tengan las
dimensiones qQue se necesiten, se yuxtaponen vYariass de ellas so -
bre un soporte (con preferenéia pPoco opaco & las raediaclones X
o gamma) uniéndolas 211f por un aislante tal como azufre.

La corriente de sulfuro de cadmio por la que eg lamido
el soporte refractario de sflice, porcelansa, cerdmica, carbén

u otre materia epropiaeda, estd dispuesta en el interior de un
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recinto gue en general, en su parte central adopta la forma de

un tubo con eje horizontal o vertical, donde se produce una coO -
rriente de vapores de sulfuro de cadmio, bien sea vaporizando
all? este sulfuro por celentamiento de varics crisoles conte -
niendole en forme samorfa o0 cristaline, bien sea vaporizando

a11{ solemente cadmio, o cadmio y azufre haciendo penetrar allf
simultdne amente una corriente de gas sulfhfdrieo y de hidrégeno

o de gas sulfhfdrico més o menos diluido de hidrdgeno. El hi -
drdgeno puede ser reemplazado por helio. La operacidén puede con -
ducirse & cualquier presidn, notablemente & la presidn atmosfé -
rica 0 en su vecindad., El calentamiento de los crisoles y del
soporte sobre el cuel se forma el depdsito, se realize por cual -
guier medio conceido, notablemente por paso de una corriente

por arrollamientos eléetricos, por alta frecuencia, etce

Otro modo operatoric econsiste en someter al depdsito de
sulfuro de cadmio, en las condiciones arribsa mencionadas, & una
capa conductora, notablemente por una metelizacidn o por un re -
cubrimiento con gréfito coloidal. La metalizacidn debe referir -
se & un metal como el oro, el platino, el cobre, el berilio,
ete., que no se volatilice a la temperatura de 800 a 900 grados
a ls que se puede llevar el soporte y gue no se difunda més
gue d€bilmente en el sulfuro de cadmio. As! se evita el tener
que metalizer una de las caras del sulfuro después de haberle
separsado de su soporte.

También se puede operar en el vacio, notablemente situan;
do debajo de une cempans &l soporte sobre el cual se qulere
erear une placa foto-conductora y el o los crisoles gue contle -
nen les sustancias a veporizar. El calentamiento del soporte

y el de los crisoles, en este caso puede pProvocarse hbien sesa
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por uno de los procedimientos citados més arriba 0 bien por un
bopbardeo electrdnico. Asi se puede orear simultdneamente el
depbsito sobre la placa y €l celentamiento  de ésta por un bom -
bardeo ionico mediante una descargs & baja presién de hidrogeno
sulfurado.

Tventualmente, en el modo de fabricacidn gue forma el ob -
jeto del presente invento,‘el azufre puede ser reemplazado total
o parciaslmente por selenio o por telurio y lo misgmo el cadmio
total o parcialmente por zine o un metal anglogo.

Cualquiera que sea el medio adoptaio para obtener la pla -
ca sensible, es indispensable pars el registro de las radiacio -
nes X o gamma €l hacer reinar en’ésta de una maners permanente
o intermitente un campo eléctrico de sentido conveniente que
difiere segin el pincel de barrido esté formado por electrones
répidos o lentos. Segin el invento, se crea este campo confi -
riendo 81 electrodo ineluido en el tubo de vacfo, que puede es =
tar formado por la capa conductora ligade & uns de las cares
de la placa sensible, un potencial tal cue el campo lleve sobre
la otra care cargas capaces de ser anuladés por el pincel de
barrido. Si éste es electrdnico, el potencial de la capa metd -
1ica debe por tanto ser inferior o superior al de la care barri-
de, segin que el barrido provogue sistemdticamente la emisiédn
secunderis (electrones rédpidos), o no la provogue (electrones
lentos).

Lg figurse adjunta representa a tftulo de ejemplo un mo -
do de reelizacidén de un aparato segin el invento.

Bl tubo de rayo caiédico‘l comprende de manera conocids
un cdtodo 2 llevado a un potencisl conveniente y que emite gra -
gcias @ un potencial positivo aplicado &l énodoiz un haz catddi -

co que estd concentrado por un Wehnelt 4 de mesnera que forme
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un pincel. Este pincel golpea & un anti-cdtodo 5 después de ha -
ber atravesado eventualmente un eleétrodo de frensje 6. La fo -
calizacidn y la desviacidn del haz catbdico estén asegurados
por dispositivos clédsicos (mno representados), puiiendo compren -
der un campo magnético axil, organizados de menera gue el pin -
cel barrs regularmente la cara 7 del anti-cdtodo 5 y deje allf
un trazo bastante fino. Una disposicidn de este género es bien
gonoeida y no constituye unsa caracteristica del invento.

El anti-cdtodo 5 estd constitufdo por un ele ctrodo o
una cepa conductora 8 elevada a un potencial conveniente gra -
cias a una fuente 9 aplicdndose este electrodo o esta capa con -
ductora sobre una ldmins foto-conductora 10 que, de una parte
red be sobre su carse 7 directamente o después de haber atrave -
sado su propio espesor, la radiscidn X o gamma gue ha de anali -
zarse y gue por otra parte estd barrida por el haz emitido por

el cdtodo 2, como se he indicado. EL electrodo o capa 8 esté

‘unido eléctricamente a la impedencia de utilizacidn 1l. EL po -

tencial de la fuente 9 estd elegido en un sentido tal que la
1dmina 10 sea el asiento de un campo eléetrico gue tiende a lle -:
ver sobre la cara 7 cargas eléotricas de un signo tal que que -
den snuladas total o parcialmente por el paso del pincel explo -
rador.

Se recoge entre los borhes de la impédancia de utiliza -
eidn 11 una tensidn eléctrica que puede servir para producir
una imdgen a distancia, reforzanio eventualmente su luminosided
¥ los contrastes segdn los procedimientos conocidos de la ampli-
ficacibn eldctronice y de la televisidn.

Le radiacién interceptada por la placa puede ser una ra -

diacidn ecorpuscular formads por los medios de la Sptica elec -
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tronica. Puede aumentarse también la sensibilidad de la placs
fotoconductora proyectendo 8llf una o varias irradieci ones auxi-
liares de longitudes de onde diferentes de la de las radiaciones
X o gamme g reproducir ¥y trahsmitir.

El modo de reaiizacidén aeserito y representado sélo ha si -
dc dado & titulo ilustrativo y pueden preveerse numerosas varia -
ciones de disposicidn y utilizar otros cuerpos gue los gue han

sido indicados, sin salir del marco del invento.

La presente patente, consta de las siguientes reivindica -

clones:

1. - Aparato para ¢l registro y la teletrasnsmisidn de ra -
diaciones, especialmente aparsto para analizer y eventualmente
transmitir a distancia, con ayuda de una lsmina foto-conductora,
imédgenes formades por los rayos X o gammsa, notablemente las imé -
genes radiosadpicas médicas, caracterizado porque comprende una
lémina interpuesta en la radiacién X o gamma y formada por uns
sustancia que tiene, bajo las radiasciones X o gamma, ung foto -

eonductibilidad por lo menos igual a 10-15

2

mhos por microvatios
por em® y, en la ausencis de tode radiamcidén, una conductibilidad
nula (dieldetrica) o muy daébil como la gue confiere s un dielde -
trico una lfgera alteracidn de su composicidn o de su fdrmula
cristalogrédficae, estando sometida dicha 1éniné, de un modo cono -
cido, a la aceidn de un campo el€ctrico y a un barrido periddico

por un pincel corpuscular.

2. - Aparato, segin el vunto 1, caracterizado porque e€s -
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t4 constituido por un tubo de vacfo conteniendo por una parte

le ldmina foto-conductors interpuesta en la radiacién X o gamma
y un electrodo plano, ambos ilnsertados en un circuito que con -
tiene una fuente de potencial situads en general ml exterior del
tubo, ¥y por otra parte, dérgenos generadores, focalizadores, des =~
viadores, algunos al exterior del tubo, asegurando el barrido

de una carae de la l4mina por un pincel corpuscular que clerra el
ecircuito cue contisne le lémina, el electrodo pleno, la fuente
mencionados asf como una impedeancia de utilizacidn.

3. - Aparato segdn 1 y 2, caracterizado porgue una de las
cares de la ldmina foto-conductora estd en contacto directo
con une de las caras del electrodo plano en el tubo de vacfo.

4., - Aparato segdn las reivindicaciones 1 a 3, caracte -
rizado porcue el electrodo plano es llevado a un p{otencial, per =
manente o momentédneo, gue tiende & llevar sobre la cara berrida
de la lémina foto-conductora cargas (e un signo tal cue sean
snuladss total o parcialmente por el paso del pincel explorador.

5. - Aparato segin los puntos 1 4 3, carscterizado porcue
comprende medios para irradiar la léamins foto-conductora por
une radiacidn accesoria, de longitud de onda diferente a la ra -
diacidn X o gemma & analizar.

6. - Aparato segin el punto 1, caracterizado porque la
1dmina foto-conductora estd conmstituida por cristeles de sulfu -
ro de cadmio de la variedad foto-conductora bajo las radiacio -
nes X o gammea, ligaedos en forma de placa.

7. - Aparato para la realizacidén de une placa segin el
punto 6, caracterizado porcue se opera la reunidn de los crista -
les de sulfuro de cadmio en forma de placa por un enlace al azu -
fre. '

8. - Aparato para realizsr una placa segun el punto 6,
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3 caracherizado poryue para ligar los cristales de sulfuroc de cad -
| = % . mio en forma de 1§.mina, se produce una corriente de vepores de
E% E; 4 sulfuro de cadmio, de gas sulfhidrico, de hidrdgenc y, eventual -
éé.ﬁd : mente de cadmio, de azufre o de gases inertes y se interpone en
83 i 5 esty corriente una o varias placas de s{lice o porcelana o cerd -
g; Eg . mica o carbdén o berilio u otre meterie conductora, recubiertas
f:f. & ; o néd por uns vafna protectora y llevadas & una tempe ratura por
:'% % 1 10 menos izual a aguella en la aque 1la variedad de sulfuro de cad -
a b

mio, foto-conductora bajo las rediasciones X o gamma, es estable.

10 9. - Aparato, segin el punto 5, cargcterizado porque se
gepara de su soporte la 1émina de sulfuro de cadmlo y porque Se€

cree sobre una de sus caras una capae conductore.

10. - Aparsto segdn el punto 8, caracterizado porque se
ecrea una caPa oonductorsa contra una de las caras del soporte
15

antes de interponerle en la corriente de vapores, siendo la c&a -~

ra elegida la que debe recdi bir el sulfuro de cadmio.

11. - Aparato segin los puntos 7 u 8, caracterizado por -

gue se yuxtaponen variss lédmines- elementales para foimer con

ellas una mayor.
12. - Aparato segin los puntos 6, 7 u 8, caracterizado
porque el selenlo o el telurio sustituye al azufre ¥y el zina al.

cadmio total o parcialmente.

1%, - Aparato para el registro ¥y le teletransmieidn de
radiaciones =

Segdn se describe ¥ reivindicas en esta memorias descripti -
v se detealla e ilustra con los planos gue se acompafien, la cuel

consta de diez hojes, foliadas y escritas a mdquina por una sole
de sus céeras.

Madrid, &

Yde Diciembre de 1949, -
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